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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  従来より少ない工程数と製造工期で、従来と
同等以上の製品歩留まりの得られる液晶製造装置の製造
方法を提供する。
【解決手段】  絶縁基板上にゲート電極、ゲート絶縁
層、アモルファスシリコン半導体層、オーミックコンタ
クト層、ソースおよびドレイン電極が順次積層されパタ
ーニングされた後にチャネル部分のオーミックコンタク
ト層がエッチング除去されパシベーション膜が積層さ
れ、さらにパターニングされて形成される液晶表示装置
の製造方法であって、前記絶縁基板を加熱する前または
加熱した後に前記絶縁基板を不活性ガスでパージし、前
記ゲート絶縁膜を単層にて形成した後、連続して前記半
導体層の形成を行なう。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁基板上にゲート電極、ゲート絶縁
層、アモルファスシリコン半導体層、オーミックコンタ
クト層、ソースおよびドレイン電極が順次積層されパタ
ーニングされた後にチャネル部分のオーミックコンタク
ト層がエッチング除去されパシベーション膜が積層さ
れ、さらにパターニングされて形成される液晶表示装置
の製造方法であって、前記絶縁基板を加熱する前または
加熱した後に前記絶縁基板を不活性ガスでパージし、前
記ゲート絶縁膜を単層にて形成した後、連続して前記半
導体層の形成を行なう薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶素子などに設
けられる薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと略称する）
の製造方法にかかり、とくにそのゲート絶縁層の製法に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】図２は、従来の成膜方法の一例を示す成
膜工程のフローチャート図である。
【０００３】図２において、まず成膜装置に基板がロー
ドされ基板過熱を施した後、1回目のゲート絶縁膜の成
膜を行ない、その後基板はアンロードされ、別装置にて
基板洗浄を行ない、再度成膜装置にて２回目のゲート絶
縁膜およびＴＦＴ成膜を行なった後基板がアンロードさ
れ、次工程に進められていた。
【０００４】図３は、ゲート絶縁膜およびＴＦＴ成膜装
置の一例を示す正面断面図である。まず、真空に保持さ
れたリアクター（チャンバー）２内に基板１が搬送され
る。つぎにガラス基板１がヒーター３により温度制御さ
れたリアクター内でピン４が下降することにより水平に
保持され、加熱される。つぎに基板上部より基板全体に
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などを混合したガスが配管５

を通して供給される。ガス流量、リアクター内圧力が安
定した状態になれば高周波電圧７から高電圧が印加さ
れ、プラズマ放電により絶縁膜が基板上に成膜される。
また、未反応ガスは排気装置（ポンプなど）により装置
外に配管を通して排気される。成膜された基板１はリア
クター２内でピン４が上昇することにより剥離され、真
空室外に搬出される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上旬した従来のゲート
絶縁膜、ＴＦＴ製造方法では、ゲート絶縁膜を２回に分
けて成膜し、かつそのあいだに基板を一度装置外に出し
て別装置を用いて基板洗浄をしているため、処理工程数
が多く、製造工期が長くかかるなどの問題が生じてい
た。
【０００６】本発明は従来技術の前記の問題点を解消す
るためになされたものであり、従来技術よりも少ない工
程数と製造工期で従来と同等以上の製品歩留まりを得る
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液晶表示装置の製造方法を提供することを目的としてい
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明にかかわる液晶表
示装置の製造方法は、ゲート絶縁膜およびＴＦＴ成膜製
造装置内でゲート絶縁膜成膜前に不活性ガス（たとえば
Ｎ
2
、Ｈｅなど）で基板表面のパージを行なうことによ

り表面の汚染、異物を除去し、従来の製造方法と同等以
上の歩留まりを得ることができるゲート絶縁膜およびＴ
ＦＴ成膜製造方法を提供することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】実施の形態１
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき、具
体的に説明する。
【０００９】図１は、本発明の液晶表示装置の製造方法
における絶縁膜の成膜工程を示すフローチャート図であ
る。図において、まず、成膜装置２に基板１をロードす
る（ステップ１）。つぎに、ヒーター３（図３）によ
り、基板１を加熱する（ステップ２）。つぎに、不活性
ガスを配管５から基板１に向けて噴出し、基板表面の異
物や汚染をパージして取り除く（ステップ３）。その
後、ガスを成膜用のガスに切替え、プラズマ放電によっ
て成膜する（ステップ４）。成膜された基板は成膜装置
からアンロードされる（ステップ５）。
【００１０】図４は、本発明に使用する成膜装置の構成
図であり、基板の一連の流れを表すものである。
【００１１】図において、まずガラス基板１はカセット
１１内に収められており、ここから保温真空室１２へ大
気ロボット１４により搬送される。図中実線矢印Ａはロ
ード（搬入）を示し、破線矢印Ｂはアンロード（搬出）
を示す。その後保温および真空に保持された後真空室１
３へ真空ロボット１５により搬送され、各リアクターへ
真空ロボット１５により移送される。
【００１２】図３はリアクター２の断面図を示す。リア
クター２内へ移送されたガラス基板１は床面に保持さ
れ、床面下のヒーター３により２８０℃近くに加熱され
る。その後Ｈ
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れらが混合されたガス種がガス配管５を通り基板全体に
ガスが噴出され、基板表面の異物、汚染をパージして取
り除く。その後ＳｉＨ
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れた成膜用のガス種に切り替わり、ガス配管５を通って
基板全体に噴出される。また、リアクター内の圧力、ガ
ス流量が安定したら高周波電源７から高電圧が印加さ
れ、プラズマ放電によりガラス基板１上に絶縁膜が成膜
される。
【００１３】図５において未反応ガスは排気配管１０を
通りブースターポンプ８、ドライポンプ９により装置外
に排出される。
【００１４】実施の形態２
実施の形態１では成膜前の不活性ガスによるパージを基
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板の加熱後に行なったが、加熱前に行なってもよい。
【００１５】実施の形態３
実施の形態１、２では成膜前の不活性ガスによるパージ
は、基板の加熱前または加熱後に行なったが、加熱前と
加熱後の両方に行なってもよい。
【００１６】実施の形態４
不活性ガスによるパージの条件は、成膜装置内で、たと
えば
（１）Ｎ

2
：１０ｓｌｍ

（２）Ｈｅ：２ｓｌｍ
の順で、順次にパージを行なう。
【００１７】または、
（１）Ｈ

2
：１０ｓｌｍ

（２）Ｈｅ：２ｓｌｍ
の順で、順次にパージを行なう。
【００１８】前記のパージ条件は、好ましい条件の例で
あり、これに限るものではないが、Ｎ

2
とＨ

2
を同時に流

す条件は、圧力上昇や排気能力が落ちるなどの問題があ
るのでＮ

2
とＨ

2
を同時に流す条件は好ましくない。

【００１９】
【発明の効果】本発明によれば、基板加熱の前または後
に行なわれる不活性ガスのパージにより基板表面の異
物、汚染を取り除くことができるので、ゲート絶縁膜を
２回に分けて成膜する必要がなく、なおかつ成膜装置と
は別の基板洗浄装置を使用することがないため、工程数
の削減、製造工期の短縮を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の成膜方法の一実施の形態を示す成膜工
程のフローチャート図である。
【図２】従来の成膜方法を示す成膜工程のフローチャー
ト図である。
【図３】本発明に使用する成膜装置を示すリアクター内
構成図である。
【図４】本発明に使用する成膜装置を示す構成図であ
る。
【図５】本発明に使用する成膜装置を示す構成図であ
る。
【符号の説明】
１  ガラス基板
２  リアクター
３  ヒーター
４  リアクターピン
５  ガス配管
６  ガス
７  高周波電源
８  ブースターポンプ
９  ドライポンプ
１０  ポンプ配管（排気配管）
１１  カセット
１２  保温真空室
１３  真空室
１４  大気ロボット
１５  真空ロボット

【図１】 【図３】
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